
2Т608А, 2Т608Б, КТ608А, КТ6086
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные струк­

туры п-р-п переключательные. Предназначены для применения 
в быстродействующих импульсных и высокочастотных устрой­
ствах. выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими 
выводами. Тип прибора указывается на боковой поверхности 
корпуса.

Масса транзистора не более 2 г.

2Т608(А,Б) КТ608(А,Б)
э

Электрические параметры
Статический коэффициент передачи тока 
в схеме ОЭ при (/№ = 5 В, 4 -  200 мА:

2Т608А:
при Т = +25 °С .......................................... 25...80
типовое значение.....................................  45*
Г * - 60 °С .................................................. 10...80
Т = +125 СС ...............................................  25...200

2Т608Б:
при Г = +25 °С .......................................... 50...160
типовое значение................................... . 85*
Г = - 6 0 ° С .................................................. 20...160
Т = +125 °С ...............................................  50...300

КТ608А:
при Г = +25 °С.......................................... 20...80
Т = “ 45 °С .................................................. 7...80
Т = +85 °С.................................................. 20...200

КТ608Б:
при Г = +25 °С .........................................  40... 160
Т = — 45 °С.................................................. 15...160
Т = +85 °С.................................................. 40...350

          ООО компания "Электроника и Связь"       
            www.eandc.ru    +7(473) 277-14-34          

 
 1
 



Модуль коэффициента передачи тока на вы­
сокой частоте при 1 !^  *  10 В, 4 = 30 мА,
^ = 1 0 0  Мгц, не менее...........................................  2

типовое значение................................................ 4,5*
Напряжение насыщения коллектор— эмиттер
при 4 = 400 мА, 4 = 80 мА, не более..............  1 В

типовое значение................................................ 0,4* В
Напряжение насыщения база— эмиттер
при /к = 400 мА, 4  = 8® мА, не более.............. 2 В

типовое значение................................................ 1* В
Время рассасывания при = 150 мА,
4< ”  4г ”  15 мА*

2Т608А, 2Т608Б, не более............................... 100 нс
типовое значение................................................ 45* нс
КТ608А, КТ608Б, не более.............................. 120 нс

Емкость коллекторного перехода
при 14бо = Ю В, не более....................................  15 пФ

типовое значение...............................................  8* пФ
Емкость эмиттерного перехода при (УэБ0 = 0,
не более......................................................................  50 пФ
Обратный ток коллектора не более:

при Г = +25 °С, ^4бо = 80 В .........................  10 мкА
при Г =  +125 °С, Цсбо = 45 В для 2Т608А,
2Т608Б.................................................................. 80 мкА

Обратный ток эмиттера при 1!ъъ 0 = 4 В,
не более......................................................................  10 мкА

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор— эмиттер 
при /?Э5 = 1 кОм:

2Т608А, 2Т608Б:
Гп ® -6 0 ...+  100 °С ...................................  60 В
Гп = +125 °С................................................. 45 В
Гп = +150 °С................................................. 30 В

КТ608А, КТ608Б:
Гп = — 45...+70 °С .....................................  60 В
Гп = +120 °С............................................... ЗОВ

Импульсное напряжение коллектор— эмиттер 
при /?эб = 1 кОм, 4 < 10 мкс, 0 ^ 2 :

2Т608А, 2Т608Б:
Гп = -6 0 ...+  100 °С ....... ............................. 80 В
Гп = +125 °С................................................. 65 В
Гп = +150 "С................................................. 40 В

КТ608А, КТ608Б:
Гп = -4 5 ...+ 70  вС .....................................  80 В
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Гп = +120 °С................................................ 40 В
Постоянное напряжение коллектор— база:

2Т608А, 2Т608Б:
ГП = -6 0 ...+  100 °С .................................... 60 В
Гп = +125 *С...............................................  45 В
Тп = +150 *С........................................ ......  ЗОВ

КТ608А, КТ608Б:
Гп = -4 5 ...+ 70  *С ......................................  60 В
Гп = +120 *С...............................................  ЗОВ

Импульсное напряжение коллектор— база 
при Ги < 10 мс, О *  2:

2Т608А, 2Т608Б:
Гп = -60 ...+100  *С .................................... 80 В
Гп = +125 °С...............................................  65 В
Гп = +150 °С...............................................  40 В

КТ608А, КТ608Б:
Гп = — 45...+70 °С ............... ......................  80 В
Гп = +120 “С ...............................................  40 В

Постоянное напряжение эмиттер— база.............  4 В
Импульсное напряжение эмиттер— база
при 7И ^  10 мс, О *  2 .............................................. 8 В
Постоянный ток коллектора................................  400 мА
Импульсный ток коллектора при ?и < 10 мкс,
0 * 2 ........................................................................... 800 мА
Импульсный обратный ток эмиттера
при 7И ^  10 мкс, О *  2 ............................................  2 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллек­
тора:

2Т608А, 2Т608Б:
7 *= -6 0 ...+ 50  ° С .......................................  0,5 Вт
Г = +125 °С................................................  0,12 Вт

КТ608А, КТ608Б:
Г =  ~45...+25 ° С .......................................  0,5 Вт
Г = +85 °С................................................... 0,12 Вт

Тепловое сопротивление переход— окружаю­
щая среда.................................................................  200 °С /В т
Температура р-л перехода:

2Т608А, 2Т608Б................................................  +150 °С
КТ608А, КТ608Б...............................................  +120 °С

Температура окружающей среды:
2Т608А, 2Т608Б................................................  -6 0 .. .+  125 °С
КТ608А, КТ608Б...............................................  -4 5 ...+ 8 5  °С

Изгиб выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса 
транзистора с радиусом изгиба 1,5...2 мм.
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